


Образование энергетических зон в кристаллах
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Проводники (металлы) 

FW

W

CW

2 Частично заполненная зона –
зона проводимости

Уровень (энергия) Ферми

1.Т>0 …
2. T=0 уровни ниже         

заполнены все…                 
FW

0 

VW

3
Полностью заполненная 
зона

заполнены все…                 

3. …не все…                               
… сверхпроводимость… 
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Диэлектрики Полупроводники

CW

CW

При Т=0 тоже диэлектрики
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3W эВ 
0,1 3W эВ  
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Ширина запрещенной 
зоны
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«Зона проводимости»

Собственная проводимость полупроводников

CW

VW

FW

«Дно зоны проводимости»

«Потолок валентной 

«Запрещенная зона»

Уровень Ферми

«Валентная зона»

VW
«Потолок валентной 

зоны»

Генерация 
электронно-

дырочной пары

Переход эл-на в зону 
проводимости

Внешнее 
воздействие (свет, 

тепло и т.п.)

Обратный переход эл-на 
из зоны проводимости в 
валентную зону

Рекомбинация
i in p



Проводимость полупроводника за 
счет  свободных электронов 

называется

электронной проводимостью

Проводимость полупроводника за
счет «дырок»
называется 

дырочной проводимостью

В зоне проводимости –
свободные электроны

В валентной зоне –
связанные электроны 

(вакансии, дырки)
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p n


